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極低加速電圧SEM装置と特徴

最先端の物理解析手法を駆使し、お客様のニーズにお応えします。

ULV-SEMによるミクロボイドの定量解析

Cat.No 3S4J-052-00-130904

＜装置＞

カールツァイス社製 ULV-SEM ULTRA PLUS
サーモサイエンティフィック社製 EDS

＜特徴＞

極表面構造観察 絶縁物の無処理観察

標準装備検出器
インレンズ二次電子検出器、アウトレンズ二次電子検出器
インレンズ反射電子検出器、アウトレンズ反射電子検出器

極低加速電圧における超高分解能
（1.7nm：1kV、4.0nm：100V)

帯電中和機構

高分解能EDS分析

高分解能粒子解析

極低加速電圧走査型電子顕微鏡(ULV-SEM)、エネルギー分散型X線分析（EDS）を駆使し、最適な方法で超高速・
広範囲なミクロボイドの定量解析を行います。

ULV-SEMによるミクロボイドの定量解析例

引張り試験後試料の断面を15ｘ30の視野数を観察して、
破断面からの距離とボイド個数の関係を定量化しました。

解析する視野の開始座標、終了座標を設定

１視野について下記の処理実施
①反射電子線像を取得
②像を二値化し暗いコントラストの粒子を抽出
③抽出された粒子全てのEDSデータを取得

次の視野へ移動

全視野測定後
①EDSデータによって介在物系とボイドを分離
②ボイドとして抽出された粒子について解析実施

・粒子個数*1

結果の出力

終了座標まで繰返し

*1：粒子面積、周囲長など一般的な粒子パラメータの解析が可能です。

図1 解析の一例
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